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O programa baseia-se nas ementas das seguintes disciplinas: Engenharia de Sistemas Eletronicos g reunidao
At/ s
Graduacio: Chefe do Depto. Wst’émas Eletrbnicos

PSI2223 — Introdugéo & Eletronica
PSI2324 — Eletronica I

PSI12326 — Eletronica II

PSI2325 — Eletronica Experimental
PSI2327 — Eletronica Experimental II

Pés-graduacio:

PSI5853 — Semicondutores e Dispositivos Semicondutores

PSI5740 — Tépicos de Fabricagdio de Microestruturas

PSI5838 — Processos Avangados de Microeletronica

PSI5701 — Eletronica Molecular

PSI5744 — Nanociéncias e Nanodispositivos Eletrénicos

PSI5863 — Processos CMOS

PSI5749 — Técnicas de Analise de Materiais para Microdispositivos
PSI5842 — Caracterizaggo Elétrica de Tecnologia e Dispositivos MOS

Programa:

1. Propriedades de semicondutores: redes cristalinas, elétrons em potenciais periodicos e
faixas de energia, condutividade eletronica, transporte de carga, deriva, difuséo.

2. Propriedades de nanoestruturas: sistemas moleculares, confinamento quéntico;
propriedades fisicas de nano-elementos, super-redes, pogos quanticos, “buckballs”,
nanotubos, macro-moléculas e fios quanticos.

3. Jung@io PN: jungfo em equilibrio térmico, diagrama de faixas de energia, barreira de
potencial, jungdes abrupta e linearmente dopada, polarizagio direta e reversa, equagdo
do diodo, jungdes Schottky e Zener, heterojungdes.
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Capacitor MOS: regimes de operagfo, diagramas de faixas de energia, caracteristicas
elétricas, extragdo de pardmetros, estruturas MOS avangadas, dielétricos “high k”,
propriedades quénticas associadas a estrutura MOS.

Transistor MOS: principio de funcionamento, modelos analiticos de primeira e
segunda ordem, simulagdo SPICE, leis de escalamento, técnicas avancadas de
fabricagdo de transistores MOS, modelagem de transistores MOS ultra-
submicromeétricos no &mbito da nanoeletronica.

Transistor bipolar: principio de funcionamento, modelos analiticos, simulac¢do SPICE,
tecnologia bipolar de alta velocidade, tecnologia BICMOS.

Processos de fabricagdo de micro e nanoestruturas: técnicas de fabricagio de
microestruturas em substrato ¢ em superficie de silicio, processos de fabricagdo de
sistemas mcroeletromecénicos (MEMS) e nanoeletromecanicos (NEMS), processos
quimicos e sistemas auto-organizados, catélise, nanofabrica¢do, nanomanipulagio e
nanomontagem.

Técnicas de andlise de materiais para micro e nanodispositivos: AES, RBS, XRD,
SEM, SIMS, XPS, SPM, FE-SEM, etc.

Processos CMOS: seqiiéncias béasicas e avangadas de fabricagdo de circuitos
integrados CMOS.

Estruturas para caracterizagdo de tecnologias CMOS: Van der Pauw, Kelvim,
resisténcia de quatro terminais, estrutura cruz-ponte, etc.

Arquiteturas e modelagem de circuitos nanoeletronicos: circuitos CMOS avancados,
células quénticas, circuitos com transistores monoelétron, circuitos e relés
moleculares, circuitos hibridos utilizando dispositivos CMOS e células quinticas.

Etapas de processo na fabricag8o de circuitos integrados: limpeza, oxidag#o, litografia,
difusdo, implantag¢o ibnica, processos CVD, metalizagfo, corrosdo imida e seca, etc.
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